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Les récents progrès des composants actifs en GaN, SiC et diamant ont permis le développement 

de transistors fonctionnant sous de fortes températures (250 °C) [1,2] et à grandes vitesses de 

commutations (>100V/ns) [3]. Afin de pouvoir pleinement profiter de ces nouvelles possibilités, il est 

nécessaire de concevoir des dispositifs de commandes de grille robustes. Leur alimentation, doit par 

conséquent combiner forte isolation et bonne tenue en température. 

Les alimentations isolées classiques à base de transformateurs magnétiques ne sont donc plus 

acceptables, car les noyaux magnétiques sont limités par leur température de Curie, leur saturation et 

les pertes qu’ils génèrent. Ainsi, afin de pouvoir travailler à 275°C, et une excitation de quelque MHz, il a 

été proposé d’utiliser à la place des transformateurs à air, sans noyau magnétiques [4]. Le champ 

magnétique n’étant plus canalisé par un noyau, ce type de transformateur absorbe en conséquence une 

quantité importante de puissance réactive. Cette dernière est apportée par l’utilisation de circuits 

résonants à base de capacités [5,6].  

Ce papier porte sur le dimensionnement de tous les éléments de la chaine de conversion, de 

l’étage d’alimentation en entrée, jusqu’à l’étage de redressement. En effet, nous démontrons 

théoriquement puis expérimentalement que non-seulement les paramètres de géométrie du 

transformateur, mais aussi tous les éléments de la chaine de conversion doivent être pris en compte lors 

de la conception d’une telle alimentation. La réalisation et la caractérisation d’une alimentation isolée 

DC/DC conçue pour la haute température est proposée. Des résultats expérimentaux montrent une 

transmission de 2W avec un prototype de 4cm². 
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